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Процессы осаждения из газовой фазы были очень существенной частью технологий, разработанных и примененных для создания современной твердотельной электроники. Дальнейший прогресс в электронике требует значительного улучшения свойств используемых и введения новых материалов. Необходимость контроля свойств материалов на атомном или близком к атомному уровнях делает применение процессов, основанных на формировании твердых тел из газовой фазы, еще более актуальным.
В последние десятилетия разделы химии материалов, ориентированные на проблемы технологии функциональных материалов получили значительное развитие в части расширения использования процессов осаждения из газовой фазы. Новые результаты касаются методологии получения особочистых веществ, синтеза разнообразных летучих соединений многих элементов периодической системы, понимания особенностей формирования твердых материалов из газовой фазы, содержащей сложные молекулы летучих веществ. Программа работ включает разработку и исследование различных вариантов метода получения пленок и покрытий - химического осаждения из газовой фазы - CVD (термо-, плазмо-, фото-стимулированные процессы). Особое внимание уделяется синтезу и применению в качестве исходных веществ новых нетрадиционных летучих элементорганических и комплексных соединений.
В настоящем докладе прогресс в этой области будет продемонстрирован на примере применения процессов MO CVD в технологии устройств нано электроники. Объектами наших исследований были диэлектрики – кандидаты для замены долгое время используемого материала диоксида кремния.
В МОП-транзисторах SiO2 использовался в двух качествах: как подзатворный диэлектрик и как изолятор межсоединений элементов интегральных схем. В приборах нанометрового диапазона этот заслуженный диэлектрик должен быть заменен на два материала: диэлектрик с высоким значением диэлектрической постоянной в затворе и на диэлектрик с низким значением диэлектрической постоянной для использования в межсоединениях. В наших работах процессы MO CVD с применением нетрадиционных прекурсоров были использованы для синтеза слоев диоксида гафния и твердых растворов диоксида гафния с некоторыми другими оксидами - перспективных high-k диэлектриков, а также слоев аморфного гидрогенизированного карбонитрида кремния SiCxNy, имеющих диэлектрическую постоянную ниже таковой для оксида кремния. 

Программа исследований в целом включает следующие разделы.
1. Выбор летучих соединений элементов - компонентов материалов электронных устройств.
2. Разработка эффективных методов синтеза и глубокой очистки выбранных соединений.
3. Исследование физико-химических свойств прекурсоров и процессов их преобразования в условиях термической и нетермической активации. 
4. Исследование процессов формирования материалов с использованием выбранных прекурсоров.
5. Исследование функциональных характеристик синтезированных материалов
6. Рассмотрение проблем применения разработанных процессов в технологии наноэлектронных устройств.
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